Tecnologia de Semiconductores

Temario

OBJETIVOS: Introducir al estudiante a los diferentes procesos de fabricacion usados en
dispositivos semiconductores. Al finalizar el curso el estudiante debera conocer los
principios de funcionamiento de los procesos de fabricacion de semiconductores.

El estudiante debera conocer como se hacen en realidad los diferentes montajes para
realizar los procesos tecnolégicos. Deberda conocer las ventajas, desventajas y
limitaciones de los mismos, y conocer los problemas particulares que pueden
presentar los diferentes semiconductores.

El curso esta enfocado principalmente a los procesos empleados en silicio, que es el
semiconductor mas importante en la actualidad, y el arseniuro de galio, como un
semiconductor compuesto tipico con alto desarrollo tecnoldgico.

Como resultados el estudiante debera saber: Los procesos tecnoldgicos basicos que

se requieren para fabricar dispositivos a base de semiconductores discretos y circuitos
integrados.

METODOLOGIA

El curso se impartird mediante clases. Esta dividido en ocho capitulos. Se espera la
participacidn activa de los estudiantes.

MODO DE EVALUACION : La evaluacion consistira mediante cuatro exdmentes
realizados por cada dos capitulos impartidos. Eventualmente uno o dos capitulos
puede ser evaluado mediante la presentacion de un trabajo.

1 |Introduccion ala Termodinamica
1.1 Gases
1.2 Primera Ley de la termodinamica
1.3 Segunda y tercera leyes de la termodinamica
2 Propiedades de Materiales
2.1 Estructura cristalina
2.2 Efectos de orientacién
2.3 Defectos
2.3.1 Defectos intrinsecos
2.3.1.1 Defectos puntuales
2.3.1.2 Dislocaciones
2.3.1.3 Frontera de grano
2.3.2 Defectos extrinsecos
2.3.2.1 Impurezas en silicio

2.3.2.2 Impurezas en GaAs
3 Diagramas de Fase



3.1 Diagramas unitarios
3.2 Diagramas binarios
3.3 Solubilidad sdlida
3.4 Diagramas ternarios

4 Crecimiento de Cristales
4.1 Materiales de partida
4.1.1 Obtencidn y purificacion de silicio
4.1.2 Sintesis de GaAs
4.2 Crecimiento a partir del fundido
4.2.1 Bridgman
4.2.2 Czochralski
4.3 Impurificacién en la mezcla
4.4 Procesamiento por zonas
5 Difusion
5.1 Naturaleza de la difusién
5.2 Difusién en un grandiente de concentracion (Primera ley de Fick)
5.2.1 Difusién en un campo eléctrico
5.2.2 Interaccion del coeficiente de difusién con vacancias cargadas
5.2.3 Comportamiento de impurezas
5.2.4 Silicio
5.2.5 GaAs
5.3 Ecuacion de difusion (Segunda ley de Fick)
5.4 Sistemas de difusion
5.4.1 Sistemas para silicio
5.4.2 Problemas especificos para la difusion de silicio
5.4.3 Sistemas de difusion para GaAs
6 Procesos CVD
6.1 Nucleacidén
6.1.1 Masa Critica
6.1.2 Nucleacién Homogénea
6.1.3 Mojado
6.1.4 Nucleacion Heterogénea
6.2 6.2 Cinética de crecimiento
6.2.1 Transporte.
6.2.1.1 Flujo laminar
6.2.1.2 Capa Frontera
6.2.1.3 Difusién en fase gaseosa
6.2.2 Reacciones superficiales
7 Epitaxia
7.1 Epitaxia en haces moleculares (MBE)
7.2 Epitaxia en fase de vapor (VPE)
7.2.1 Procesos para silicio
7.2.2 Procesos para GaAs



7.2.2.1Sistemas inorganicos (haluros e hidruros)
7.2.2.2 Método metalorganico
7.3 7.3 Epitaxia en fase liquida
7.3.1 Métodos de crecimiento
7.3.2 Crecimiento de silicio
7.3.3 Crecimiento de GaAs
8 Implantacion Iénica
8.1 Profundidad de penetracion
8.2 Dafio de implantacién
8.3 Recocido
8.4 Sistemas de implantacion idnica
8.5 Consideraciones del proceso
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